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证券代码：600460              证券简称：士兰微                编号：临 2024-041 

杭州士兰微电子股份有限公司 

关于签署《战略合作框架协议》的公告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

重要内容提示： 

 本协议为各方深化合作、围绕项目达成战略合作的总体框架。项目所涉

具体合作内容、方案，需经各方完成各自的内部审批流程后，以各方另行签署的

投资合作协议等为准。 

公司拟与相关主体签署的投资合作协议请详见公司于同日披露的《关于对外

投资暨签署〈8英寸 SiC 功率器件芯片制造生产线项目之投资合作协议〉的公告》

（公告编号：临 2024-042），该事项尚须获得公司股东大会批准，存在一定的不

确定性。 

 本协议的签订不会对公司 2024 年度业绩产生影响。 

一、框架协议签订的基本情况 

（一）协议各方： 

1、厦门市人民政府（以下简称“甲方 1”） 

2、厦门市海沧区人民政府（以下简称“甲方 2”，“甲方 1”和“甲方 2”

合称“甲方”） 

3、杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”） 

（二）杭州士兰微电子股份有限公司与厦门市人民政府、厦门市海沧区人民

政府本着平等互利、优势互补、共谋发展的原则，经友好协商于 2024 年 5 月 21

日在厦门市签署了《8英寸SiC功率器件芯片制造生产线项目战略合作框架协议》

（以下简称“《战略合作框架协议》”）。 

（三）公司于 2024 年 5 月 20 日召开的第八届董事会第二十四次会议以 12

票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签署〈战略合作框架协议〉的

议案》。 
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二、框架合作协议的主要内容 

（一）合作内容 

1、集成电路产业是厦门新一代信息技术产业的核心基础产业。为抓住中国

集成电路产业发展的战略机遇期，共同打造符合国家集成电路产业发展规划、厦

门集成电路产业发展规划纲要的特色工艺芯片企业，深化各方在厦门市海沧区的

产业合作，发挥各方在区位、政策、技术、运营、市场、资本和产业生态上的综

合优势，各方合作在厦门市海沧区投资建设一条以 SiC-MOSEFET 为主要产品的

8 英寸 SiC 功率器件芯片制造生产线（以下简称“该项目”）。 

2、该项目分两期建设，项目一期投资规模约 70 亿元，二期投资规模约 50

亿元，两期建设完成后，将在厦门市海沧区形成 8 英寸碳化硅功率器件芯片年产

72 万片的生产能力，培育一家符合国家集成电路产业发展规划、开展以第三代

半导体功率器件研发、制造和销售为主要业务、具有国际化经营能力的半导体公

司。 

（二）项目资源配置 

1、乙方将向项目充分导入乙方在特色工艺芯片生产线和先进化合物半导体

器件生产线技术、市场、人才、运营等方面的优势，结合厦门政策、区位、产业

链、综合环境等优势，为产业链上下游企业提供相关产品、技术支撑与服务。 

2、甲方为项目提供包括基础设施配套、建设服务、金融服务、人才服务和

员工子女教育等方面的支持，并协助项目落地、验收和持续发展。 

3、各方共同落实本协议所涉各项合作。 

（三）其他事项 

本协议为各方深化合作、围绕该项目达成战略合作的总体框架。项目所涉具

体合作内容、方案，需经各方完成各自的内部审批流程后，以各方另行签署的投

资合作协议等为准。 

三、对上市公司的影响 

本协议的签订，有利于充分发挥公司在设计制造一体化模式（IDM）中长期

积累的独特优势，进一步完善公司在半导体产业链的布局，持续提升核心竞争力，

符合公司长期发展战略规划。 

本协议的签订不会对公司 2024 年度业绩产生影响。 
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四、重大风险提示 

本协议为各方深化合作、围绕项目达成战略合作的总体框架。项目所涉具体

合作内容、方案，需经各方完成各自的内部审批流程后，以各方另行签署的投资

合作协议等为准。 

公司拟与相关主体签署的投资合作协议请详见公司于同日披露的《关于对外

投资暨签署〈8 英寸 SiC 功率器件芯片制造生产线项目之投资合作协议〉的公告》

（公告编号：临 2024-042），该事项尚须获得公司股东大会批准，存在一定的不

确定性。 

     

特此公告。 

 

杭州士兰微电子股份有限公司 

董事会 

2024 年 5 月 22 日 
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